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摘要(译)

提供了一种用于制造包括像素区域的OLED显示装置的方法。提供第一和
第二衬底。TFT布置在第一基板上。钝化层形成在TFT上，使得钝化层包
括在其表面中形成的凹陷区域，以暴露每个TFT的漏极的一部分。透明
阳极形成在第二基板上。分隔壁布置在透明阳极上以限定分别对应于像
素区域的透射孔。有机层形成在透明阳极上并位于透射孔中。金属阴极
形成在有机层和分隔壁上，使得金属阴极可接收到凹入区域中并且可与
每个TFT的漏极的暴露部分电接合。
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